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Introducéao

Carbeto de silicio (SiC) é um material semicondutor
com excelentes propriedades para aplicagbes em
dispositivos  eletrdbnicos que  envolvam  alta
temperatura, frequéncia e poténcia. Além disso, SiC
€ 0 Unico semicondutor composto que pode ser
oxidado termicamente formando uma camada de
SiO,. Apesar dessas vantagens, os dispositivos
fabricados em SIiC tém propriedades elétricas
inferiores aos fabricados em Si. Esse fato impede a
ampla utilizagdo do SiC. Diferentes métodos de
oxidagado e tratamentos térmicos tém sido sugeridos
e empregados com o objetivo de melhorar as
propriedades da interface SiO,/SiC. Sendo assim,
torna-se importante compreender os mecanismos de
oxidag&o e de transporte atdmico e como eles afetam
a qualidade elétrica e a estrutura da interface
SiO,/SiC.

Resultados e Discussao

No presente trabalho, investigamos a oxidacdo
térmica em oxigénio seco do SiC utilizando tracagem
isotépica, perfilometria de oxigénio utilizando reacéo
nuclear e microscopia de forca atdmica (AFM). Os
mecanismos de incorporacgéo e transporte de O foram
investigados apds oxidacdes seqlenciais em
oxigénio enriquecido ou ndo no is6topo 18, com a
subseqiiente determinacdo dos perfis, que foram
obtidos utilizando a reacdo nuclear **O(p,a)N em
torno da ressonéncia a 151 keV.

Oxidacdes seqiienciais do SiC (°0,/"®0, ou **0,/*°0,)
resultaram em perfis de *®O diferentes do caso da
oxidacdo do Si. Na seqiiéncia *°0,/*®0,, observou-se
que o O da segunda oxidacdo (®0) incorpora-se na
superficie do SiO, e na interface SiO./Si. No caso do
SiC, 'O é incorporado também no volume do 6xido
em quantidade moderada. Além disso, a regido de
transicdo entre SiO, e SiC é mais espessa do que no
caso do Si. Invertendo a sequéncia dos gases
(®0,/*°0,), oxigénio da primeira oxidacdo esta
presente no volume do 6xido, tanto no Si quanto no
SiC, porém os perfis no caso do Si sdo novamente
mais abruptos. Uma possivel explicacdo para essa
interface gradual no caso do SiC é a formacdo de
compostos de C durante o processo de oxidacao.
Esses compostos reduzem a quantidade de oxigénio
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local, contribuindo para um perfii mais gradual de
oxigénio na regido da interface SiO,/SiC. Variando a
temperatura da segunda etapa de oxidagao,
observamos mudancas na interface SiO,/SiC. Apés
realizar uma oxidacdo em ™0, a 1100°C e uma
reoxidagdo a 950°C, a interface se torna mais abrupta
em relagdo a amostra que ndo sofreu reoxidagao.
Quando essa reoxidacdo é executada a 1100°C a
interface torna-se ainda mais gradual. Esses
resultados podem ser explicados pela formacdo e
consumo de compostos de carbono durante a
oxidacdo. Quando a reoxidacao é feita a temperatura
mais baixa, o0 consumo desses compostos €
favorecido, pois a temperatura ndo € alta o suficiente
para oxidar o SiC. Com o0 consumo desses
compostos, a interface torna-se mais abrupta. No
caso da oxidagdo a 1100°C, a oxidacdo do SiC é
favorecida, formando novos compostos de C e
tornando a interface mais gradual. Imagens de AFM
apds a remogdo dos filmes de SiO, com HF
evidenciaram a existéncia desses compostos na

Compostos resistentes
ao ataque em HF

superficie do SiC. Esses compostos de C contribuem
para uma maior rugosidade dessa superficie, que se
reflete numa baixa qualidade elétrica da interface.
Abaixo estd representado um esquema dessas
observacoes.

Conclusdes

Investigamos a incorporagdo de O durante o
crescimento térmico d filmes de SiO, sobre SiC e
sobre Si. Observamos diferencas ente amostras dos
dois semicondutores, principalmente na interface:
variando a temperatura de reoxidacdo alteramos sua
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espessura. Os resultados sdo explicados com base
na formagdo e consumo de compostos de carbono.
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